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Нанокристаллический оксид индия (In2O3) является перспективным материалом для использования в газовых сенсорах [1,2]. В настоящее время все больший интерес вызывает вопрос снижения рабочей температуры (вплоть до комнатной) газовых сенсоров. Один из способов снижения рабочей температуры полупроводникового газового сенсора заключается в применении дополнительной подсветки в процессе детектирования, при этом целесообразно использовать свет видимой области спектра [3]. Сделать нанокристаллический In2O3 чувствительным к видимому свету возможно при использовании различных фотосенсибилизаторов, при этом важно понимать, как меняются электрические и фотоэлектрические свойства материала. В данной работе изучались электрические и фотоэлектрические свойства нанокристаллического In2O3, содержащего  квантовые точки селенида кадмия (CdSe) в качестве фотосенсибилизатора.
Синтез нанокристаллических образцов In2O3 проводили золь-гель методом. Изготовленные образцы состояли из нанокристаллов со средним размером от 8 до 40 нм в зависимости от температуры отжига. Для фотосенсибилизации In2O3 погружали в золь квантовых точек CdSe в гексане (размер квантовых точек составлял ~3 нм). Контроль структуры получившихся образцов осуществлялся с помощью просвечивающей электронной микроскопии.
Методами импедансной спектроскопии было показано, что добавление квантовых точек CdSe существенно изменяет сопротивление и емкость границ между нанокристаллами In2O3. Кроме того, изменения сопротивления и емкости In2O3 сильно зависят от размера нанокристаллов и величины удельной поверхности. Предложена модель переноса носителей заряда, объясняющая наблюдаемые зависимости.

Обнаружено также изменение характера спектральной зависимости фотопроводимости и параметров нарастания и спада фотопроводимости при добавлении в нанокристаллический In2O3 квантовых точек CdSe. Показано, что введение квантовых точек CdSe позволяет сделать нанокристаллический In2O3 чувствительным к зеленому свету. Разработаны механизмы рекомбинации неравновесных носителей заряд в нанокристаллическом In2O3 с квантовыми точками CdSe. 
Продемонстрировано, что нанокристаллический In2O3, содержащий квантовые точки CdSe, в условиях подсветки с энергией кванта h(=2.36 эВ способен детектировать NO2 на уровне ПДК рабочей зоны при комнатной температуре. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для ведущих научных школ (НШ-3461.2014.2).
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